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Ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr inz. Marty Gladysiewicz-Kudrawiec

w zwiazKku z ubieganiem si¢ przez nia o stopien doktora habilitowanego nauk fizycznych

1. Informacje podstawowe o kandydatce:

Dr inz. Marta Gladysiewicz-Kudrawiec ukonczyla w 1999 roku studia na Wydziale
Podstawowych Probleméw Techniki Politechniki Wroctawskiej. W latach 1999 — 2003
odbyla studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Politechniki Wroclawskiej zakonczone
uzyskaniem stopnia doktora nauk fizycznych za pracg pt.: Rola anizotropii i mechanizmow
oddzialywania w ukladach nadprzewodzqcych, wykonang pod kierunkiem prof. Ryszarda
Gonezarka. Od roku 2004 do chwili obecnej jest zatrudniona, poczatkowo w Instytucie Fizyki
a obecnie w Katedrze Fizyki Doswiadczalnej na Wydziale Podstawowych Problemow
Techniki Politechniki Wroclawskiej. W latach 2010, 2012, 2013 i 2014 odbyla
kilkumiesieczne staze naukowe w Department of Physics and Computer Science, Wilfrid

Laurier University, Waterloo, Kanada i Lawrence Berkeley National Laboratory, USA.
2. Charakterystyka dorobku naukowego

Po obronie doktoratu na temat teorii nadprzewodnictwa i przejsciu do zespotu prof.
Jana Misiewicza, Habilitantka zajmuje si¢ wsparciem obliczeniowym prowadzonych tam prac
eksperymentalnych z zakresu spektroskopii modulacyjnej struktur pétprzewodnikowych. Z
czasem jej rola w zespole wzrasta, rosnie liczba prac w ktorych jest pierwszym autorem a jej

wklad w pracach zespotowych dotyczy formutowania modeli i poglebionej interpretacii



wynikéw eksperymentalnych. Prace dr Gladysiewicz w przewazajgcej mierze dotyczg
potprzewodnikow azotkowych. Zagadnienia poruszane w tych pracach maja charakter badan
podstawowych ale ich rezultaty maja bezposrednie zastosowanie w praktyce, w projektowaniu
nowoczesnych przyrzadéw elektronicznych, laserow potprzewodnikowych czy tranzystorow
HEMT, co nie powinno dziwié¢ jako, ze wykonywane sa we wspéipracy z wiodacymi w tym
zakresie osrodkami technologicznymi w kraju; Instytutem Wysokich Cisnien PAN 1

Instytutem Fizyki PAN w Warszawie.

Habilitantka uczestniczyla jako wykonawca w czterech grantach, w tym w jednym
migdzynarodowym — COST, a w trzech byla kierownikiem. Posrod tych ostatnich byly
projekty NCN na znaczne sumy; OPUS 5 (690 165 PLN) i trwajacy jeszcze SONATA BIS
(1435700 PLN) — Struktura pasmowa, wzmocnienie opfyczne oraz inne parametry
nowoczesnych laseréw polprzewodnikowych. Wszystkie te projekty realizowane byly w
ostatnich dziesieciu latach. Swiadezy to o dojrzalosei naukowej dr Marty Gladysiewicz, jej

umiejetnosci pracy zespolowej i umiejetnoscei organizowania pracy zespotu.

Dr Marta Gladysiewicz publikuje w najlepszych czasopismach ze swojej dziedziny.
Jej dorobek naukowy obejmuje 54 publikacje z czego 50 powstato po doktoracie. Sposrdd tej
liczby 33 to artykuly w takich czasopismach jak Journal of Applied Physics (11), Applied
Physics Letters (9), IEEE Journal of Quantum Electrnics (2) czy Physical Review (1) by
wymienié tylko najwazniejsze. Prace te sg szeroko cytowane i bez watpienia wywarly istotny
wplyw na rozwdj swojej dziedziny. Laczna liczba cytowani (bez autocytowan) prac
Kandydatki wynosi 236 a indeks Hirscha wedlug Web of Science h = 11 (w chwili pisania
recenzji h=12). Przytaczane wskazniki znacznie przewyzszaja typowe wartosci dla osob
ubiegajacych sie o stopien dr hab. Badania prowadzone przez dr Marte Gladysiewicz, procz
niewatpliwej wartosci poznawezej, sa wazne dla praktyki i czesto decyduja o mozliwosci
realizacji konkretnych przyrzadéow i ukladow, oraz o ich whasciwosciach. Dr Gladysiewicz
wyglosita 9 referatow (w tym 2 zaproszone) na migdzynarodowych konferencjach naukowych
w kraju i zagranica. Mozna z cala odpowiedzialnoscia stwierdzi¢, ze jest ona rozpoznawalna

w swoim $rodowisku a jej rozwdj naukowy przebiega w sposob prawidtowy.

3. Ocena rozprawy habilitacyjnej

Przedstawione do oceny osiggniccie naukowe zatytulowane: , Modelowanie

wybranych wlasciwosci optycznych struktur pélprzewodnikowych zwigzkéw 1I-V” oparte jest



na cyklu 15 prac opublikowanych w latach 2010 do 2016 w czasopismach o zasiegu
miedzynarodowym w  ktérych Kandydatka jest pierwszym autorem a jej wkiad jest
dominujacy. Wiodacy udzial merytoryezny dr Gladysiewicz w pracach stanowiacych
podstawe wystapienia o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego potwierdzony
jest stosownymi o$wiadczeniami wspotautorow. Wspdélnym mianownikiem wspomnianych
prac jest dazenie do stworzenia doktadnego opisu struktury pasmowej azotkowych
potprzewodnikéw 11I-V i zrozumienia jej wpltywu na wiasnosci optyczne i wzmocnienie
materiatowe tych zwiazkéw (6 prac). Kolejnymi zagadnieniami rozpatrywanymi przez autorke
w przedstawionych pracach sa rozklad pol elektrycznych w heterostrukturach AlGaN/GaN (5

prac) i wplyw niejednorodnosci struktury na wiasciwosci optyczne (4 prace).

Sposrod wymienionych zagadnien najwigkszy cigzar gatunkowy reprezentuja prace na
temat struktury pasmowej i wzmocnienia materialowego w nowych pétprzewodnikach grupy
[1I-V. Dotycza one dwu grup materiatowych, potprzewodnikow rozcienczonych azotem (ang.
dilute nitrides) i potprzewodnikéw rozcieficzonych bizmutem (ang. dilute bismides). Do opisu
struktury pasmowej pélprzewodnikow rozcieficzonych azotem autorka stosuje  10-cio
pasmowy model kp, ktéry uwzglednia oddziatywanie z rezonansowym poziomem azotowym
w pasmie przewodnictwa. Jest to w chwili obecnej najbardziej zaawansowana teoretycznie
metoda liczenia struktury pasmowej studni kwantowych GalnNAs/GaAs. Jego stosowanie jest
jednak utrudnione ze wzgledu na ograniczong dostgpnos¢ parametrow materiatowych modelu
nieprzecinajacych sie pasm. Podobne, lub nawet wigksze problemy wystgpuja w przypadku
obliczen struktury pasmowej materiatow GaNAsSb i GaNPSb. Jak wykazata autorka w takich
przypadkach dobre przyblizenie stanowi 8-mio pasmowy model kp bazujacy na empirycznej
parametryzacji przerwy energetycznej materiatow. W przypadku potprzewodnikow
rozrzedzonych bizmutem do opisu struktury pasmowej, podobnie jak w przypadku
rozcieficzonych azotkdw, stosowany jest model nieprzecinajacych si¢ pasm z tg roznica, ze
poziom rezonansowy bizmutu znajduje si¢ w pasmie walencyjnym a nic pasmie
przewodnictwa. Prowadzi to znaczacej komplikacji obliczen, jako Ze bizmut opisywany jest
trzema podwdjnie zdegenerowanymi poziomami co dla opisu dyspersji pasm w poblizu

$rodka strefy Brillouina wymaga zastosowania 14-to pasmowego modelu kp.

Prace dr Marty Gladysiewicz na temat obliczen struktury pasmowej oraz wzmocnienia
materialowego dla studni kwantowych wykonanych na bazie potprzewodnikow grupy III-V

rozrzedzonych azotem oraz bizmutem wnosza istotne nowe wartosci do literatury przedmiotu



zardwno pod wzgledem rozwoju metod teoretycznych obliczen struktury pasmowej jak i pod
wzgledem poszukiwan nowych obszarow czynnych dla laserow potprzewodnikowych

pokrywajacych rézne zakresy spektralne.

Druga grupe prac sktadajacych sie na przedstawiong do oceny rozprawe habilitacyjna
stanowia artykuly dotyczace zagadnienia wyznaczania rozkladu pol elektrycznych w
heterostrukturach AlGaN/GaN stanowiacych obszar czynny w nowoczesnych tranzystorach
mocy, przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach. Prace te podyktowane byly
koniecznoscia interpretacji wynikow eksperymentalnych. Ich warto$¢ dla nauk podstawowych
jest mniejsza, nalezy natomiast podkresli¢ ich uzytecznos¢ praktyczng. AlGaN/GaN dla
zastosowan w tranzystorach mikrofalowych sa przedmiotem intensywnych badan w licznych
laboratoriach na $wieci; w tym réwniez w Polsce gdzie realizowanych bylo w ostatnich latach
kilka duzych projektéow na ten temat. Nalezy tylko zywi¢ nadziej¢, ze zaowocuja one
produkecja mikrofalowych tranzystoréw mocy w kraju. Prace dr Gladysiewicz poszerzajg
nasza wiedze na temat metod poprawy ruchliwosci dwuwymiarowego gazu elektronowego w
strukturach AlGaN/GaN i nowych konstrukcji tranzystorow GaN/AlGaN/GaN osadzanych na

stronie azotowej, znajdujacych zastosowanie w czujnikach gazu z chemiczna bramka.

Podobny charakter jak omawiane wyzej ma grupa czterech prac poswigconych
zagadnieniu wplywu niejednorodnosei szerokosei studni kwantowych na ich wilasciwosci
optyczne. W przypadku studni kwantowych wykonanych na bazie GaN i wzrastanych wzdtuz
kierunkoéw polarnych mamy do czynienia z bardzo waskimi studniami w ktérych fluktuacje
grubosci w istotny sposob wplywaja na polozenie zlokalizowanych w nich poziomow
energetycznych. Dla  analizy przypadkow w  ktorych mamy do czynienia =z
niejednorodnosciami sktadu oraz szerokosci zaréwno dla studni jak i bariery autorka
zaproponowata model tzw. losowej studni kwantowej. Zaproponowany model bardzo dobrze
zgadza sic z cksperymentem, tlumaczac poszerzenia przej$¢ optycznych obserwowane w
absorpeji, technikach modulacyjnych i fotoluminescencji. Model losowej studni kwantowe;

jest bardzo wygodnym narzedziem do interpretacji szerokiej gamy pomiaréw optycznych.

Za najwazniejsze osiggniecia naukowe Habilitantki uwazam prace na temat struktury
pasmowej i wzmocnienia materialowego w nowych potprzewodnikach grupy I1I-V, dotyczace
polprzewodnikow rozcienczonych azotem i potprzewodnikow rozeienczonych bizmutem. Do

opisu struktury pasmowej zastosowano w nich odpowiednio: 10-cio pasmowy model kp, ktory



uwzglednia oddziatywanie z rezonansowym poziomem azotowym w pasmie przewodnictwa 1
14-to pasmowy model kp uwzgledniajacy analogiczne oddzialywanie trzech dwukrotnie
zdegenerowanych pozioméw bizmutu z pasmem walencyjnym. Sg to W chwili obecnej
najbardziej zaawansowane teoretycznie metody liczenia = struktury pasmowe] studni
kwantowych GalnNAs/GaAs i GalnAsBi/GaAs. Prace dr Marty Gladysiewicz na temat
obliczen struktury pasmowej studni kwantowych wykonanych na bazie polprzewodnikow
grupy III-V rozrzedzonych azotem oraz bizmutem wnosza istotne nowe wartosci do literatury
przedmiotu. Wysoko nalezy oceni¢ réwniez prace teoretyczne, ktorych celem byla
interpretacja wynikow eksperymentalnych. Naleza do nich obliczenia rozkladu pol
elektrycznych w heterostrukturach tranzystorow mikrofalowych AlGaN/GaN i oryginalny
model losowej studni kwantowej zastosowany z powodzeniem do interpretacji

eksperymentow optycznych w niejednorodnych studniach kwantowych InGaN/GaN.

Tematy poruszane w pracach przedstawionych jako dorobek naukowy Habilitantki
maja ogromna warto$¢ poznawcza i duze znaczenia praktyczne. Sa to zagadnienia, ktorych
dokladne zbadanie pozwolito na znaczny postep w zrozumieniu whasciwosci optycznych
struktur polprzewodnikowych ze zwigzkéw I1I-V a w konsekwencji na postgp w dziedzinie
technologii i lepsze zrozumienie podstaw dzialania laserow azotkowych i tranzystorow
mikrofalowych AlGaN/GaN. Prace dr Gladysiewicz z zakresu teorii struktury pasmowej i
wzmocnienia w azotkowych studniach kwantowych maja charakter fundamentalny i wnosza

istotny wklad rozwoj tej dziedziny wiedzy.

Reasumujac, uwazam ze dorobek naukowy dr Marty Gladysiewicz wskazuje na to, ze
umiejetnie i z sukcesem podejmuje ona aktualne i wazne dla badan podstawowych i praktyki
tematy badawcze co bez watpienia ma pozytywny wplyw na jej indywidualny rozwoj

naukowy.
4. Charakterystyka dorobku dydakiycznego

Dorobek dydaktyczny Kandydatki obejmuje wyktady, ¢wiczenia i laboratoria z fizyki
ogolnej oraz szereg kursow specjalistycznych z zakresu programowania i fizyki
komputerowej. Jest to zgodne z jej specjalnoscia naukowa. Dr Gladysiewicz byla opiekunem
2 prac magisterskich i 2 prac licencjackich. Wykazuje rowniez aktywno$¢ w propagowaniu
nauki w ramach Dolnoslaskiego Festiwalu Nauki i Miedzyszkolnego Konkursu Fizycznego

we Wroclawiu.



5. Wspélpraca krajowa i migdzynarodowa

Waznym elementem aktywnosci naukowej dr Gladysiewicz jest dzialalnos¢ zwigzana
z miedzynarodowa wspolpraca naukowa znajdujaca odbicie w licznych wspolnych
publikacjach. Dotyczy to przede wszystkim wspolpracy z prof. Wartakiem z Department of
Physics and Computer Science, Wilfrid Laurier University, Waterloo w Kanadzie i Lawrence
Berkeley National Laboratory w Stanach Zjednoczonych. W kraju silne wiezy naukowe 1acza
Habilitantke z Instytutem Wysokich Cisnien PAN i Instytutem Fizyki PAN w Warszawie; oba
osrodki naleza do wiodacych europejskich laboratoriow w dziedzinie badan poétprzewodnikow

azotkowych. Wspotprace naukowa Kandydatki oceniam jako wzorowa.
6. Podsumowanie

Uwazam osiagnigcia naukowe i praktyczne dr Marty Gladysiewicz-Kudrawiec za
wybitne. Jej prace z zakresu teorii struktury pasmowej potprzewodnikow III-V,
rozcienczonych azotkdéw i rozcieficzonych bizmutkow, maja charakter fundamentalny i
wnosza istotny wklad rozwdj tej dziedziny wiedzy. Na uwage zastuguja rowniez prace dr
Gladysiewicz na temat whasciwosci tranzystorow mikrofalowych AlGaN/GaN i
nicjednorodnych studni kwantowych InGaN/GaN, ktore znalazly zastosowanie do
bezposredniej interpretacji eksperymentow optycznych. Dr Gladysiewicz wykazuje si¢ duza
aktywnoscia naukowa. Rozwija bogatg wspolprace z wieloma osrodkami w kraju i za granica.
Ma doswiadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu grantéw naukowych. Uwazam, ze dr

Gladysiewicz jest w pelni uksztattowanym, samodzielnym pracownikiem naukowym.

Stwierdzam, ze w $wietle obowigzujacej Ustawy z dnia 14 marca 2003 r, z
poézniejszymi zmianami, Pani dr inz. Marta Gladysiewicz-Kudrawiec spelnia kryteria do
uzyskania awansu naukowego, okreslone w art. 16 i wnioskuj¢ o dopuszczenie jej do

dalszych etapow przewodu habilitacyjnego.
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